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Lasereigenschaften von ZnO
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Das breitliickige Halbleitermaterial ZnO erlebt derzeit (wieder einmal) eine Renaissance.
Falls es gelingt, stabile und hohe n- und p-Dotierung zu erreichen, wire es eine Alternative
zu den Gruppe I1I-Nitriden fiir Lumineszenz- und Laserdioden im Blauen und nahen UV.

Die Lasereigenschaften von Volumenproben wurden von mehreren Gruppen in den 70er
Jahren untersucht. Fiir eine Zusammenfassung des damalige Kenntnisstandes siche z.B. |1].
Die Laserprozesse im mittleren Dichtebereich sind im wesentlichen inelastische
Streuprozesse von freien (z.T. auch von gebundenen Exzitonen) mit anderen Exzitonen,
freien Ladungstridgern oder Phononen. Im hohen Dichtebereich dominiert die Rekombination
in einem Elektron-Loch Plasma. Zwischen den Dichtebereichen findet ein kontinuierlicher
Ubergang statt.

Die derzeit diskutierten Laserprozesse in Epitaxieschichten, Nanostibchen oder
Quantenfilmen unterscheiden sich nicht grundsétzlich von denen in Volumenproben, doch
erlauben die beschrinkten Geometrien mit geringerer Pumpleistung hohere Dichten zu
erzielen. Damit wird es leichter mdglich, Laseremission bis Raumtemperatur und dariiber zu
erzielen.

Es werden Ergebnisse der alten und neuen Untersuchungen vorgestellt sowie neue
Ergebnisse zur Lumineszenzdynamik.
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